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(3) Einpoliger Hochfrequenz-Mehrfach-Umschaltkreis mit Verstarkungseinheit 

(57) Ein billiger, einpoliger Hochfrequenz-Mehrfach-Umschalt- 
schalter mit Verstarkungseigenschaft, der Transistoren ver- 
wendet, ersetzt das ausreichend bekannte Relais oder die 
PIN -Diode zum Umschalten der erforderlichen Signale. 
Jeder der Transistoren ist mit einer entsprechenden Ein- 
gangssignalquelle verbunden und alle Transistoren sind mit 
einer gemeinsamen Verbindungsstelle verbunden. Der erfor- 
derliche Betriebsbereich zum Umschalten von Signalen wird 
durch Steuerung der Bias-Spannung der Transistoren be- 
stimmt. 
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Beschreibung Fig. 2 zeigt ein aquivalentes Schaltkreisdiagramm des 

Schaltkreises, der in Fig. 1 dargesiellt ist; 
Fig. 3 zeigt ein Blockschaltkreisdiagramm einer zwei- 
Hintergrund der Erfindung ten Ausfuhrungsform eines einpoligen Mehrfach-Um- 

5 schaltschaltkreisesgemaB der vorliegenden Erfindung; 
Die vorliegende Erfindung betrifft einen einpoligen Fig. 4 zeigt ein Blockschaltkreisdiagramm einer drit- 
Hochfrequenz-Mehrfach-Uinschaltschaltkreis mit Ver- ten Ausfuhrungsform eines einpoligen Mehrfach-Um- 
starkungseigenschaft und insbesondere bezieht sie sich schaltschaltkreises gemaB der vorliegenden Erfindung; 
auf den Schaltkreis eines einpoligen Mchrfach-Um- Fig. 5 zeigt ein Schaltkreisdiagramm der Eingangs- 
schaltschaltkreises, der aus Transistoren zusammenge- io spannungen des Schaltkreises, der in Fig. 4 dargestellt 
setztist ist; 

Der Schalter der vorliegenden Erfindung ist insbeson- Fig. 6 zeigt eine Tabelle, die das Verhaltnis der Ein- 
dere zum Umschalten von vertikal und horizontal poia- gangsspannungen und des Ausgangs der entsprechen- 
risierten Satellitensignalen geeignet Die derzeit ge- den Anschlusse A— D in den Fig, 4 und 5 darstellt; und 
brauchiichen Umschaltelemente, die beim Umschalten 15 Fig. 7 zeigt ein erlauterndes Diagramm eines allge- 
oder Auswahlen von Hochfrequenz-Signalen verwen- meinen Schaltkreises, der BJTS (bipolare Flachentransi- 
det werden, sind Relais oder PIN-Dioden. In dem Fall storen) als Verstarkungselemente verwendet 
einer Verwendung des Relais als AuswahJumschalter 

wird es allerdings, da das Relais ein mechanisches Ele- Detaillierte Beschreibung der bevorzugten 

ment ist, hohere Fehlraten und eine kflrzere Lebenszeit, 20 Ausfuhrungsform 
verglichen mit den elektronischen Elementen, haben, 

wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist Dar- Zunacfast wird auf Fig. 7 verwiesen, die ein Schalt- 
uberhinaus kann, da das Relais ein passives Element ist, kreisdiagramm darstellt, das bipolare Flachentransisto- 
es nicht irgendeine Verstarkung der Signale liefern. Die ren (bipolar junction transistors — BJPs) als Verstar- 
Verwendung der PIN-Dioden als AuswahJumschalter 25 kungselementc verwendet Wie in dieser Figur darge- 
kann die Probleme einer hohen Fehlerrate und einer stellt ist, ist es, um eine Signalquelle 10 einem Eingangs- 
kurzen Lebensdauer, wie dies bei der Verwendung der anschiuB des Transistors anzupassen und eine Last 14 
Relais vorhanden ist, vermeiden. Allerdings erfordert dem AusgangsanschluB des Transistors anzupassen, 
dies mehr Elemente, um denselben Grad einer Signali- notwendig,den EingangsanschluB und den Ausgangsan- 
solation zu erhalten (4 bis 8 PIN-Dioden werden ge- 30 schluB des Transistors BJTjeweils fiber ein Eingangsan- 
wdhnlich benotigt, um eine 20 dB Isolation in dem UHF- passungsnetzwerk (input matching network— IMN) 1 1 
Bereich fur einen Schalter zu erhalten). Zusatzlich wird und ein Ausgangsanpassungsnetzwerk (output mat- 
ein solcher Typ von Schaltkreisen gew6hnlich einen Si- ching network— OMN) 12 anzupassen, um die erwarte- 
gnalveriust verursacheii und kann deshalb auch keine ten Eigenschaften zu erhalten. Kondensatoren Cb und 
Verstarkung liefern. 35 Cc werden jeweils als DC-Sperrkondensatoren an dem 

Eingangs- und AusgangsanschluB des BJT verwendet 
. Zusammenfassung der Erfindung Der Zweck dieser Kondensatoren ist derjenige, zu ver- 

hindem, daB die Basisspannung Vb und die Kollektor- 

EineAufgabe der vorb'egenden Erfindung ist es, einen Spannung Vc des BJT durch die Eingangs- und Aus- 
zuverlassigen und langlebigen Auswahl-Umschalt- 40 gangsanpassungsnetzwerke 11 und 12 beeinfluBt wer- 
schaltkreis mit wenigen Elementen, einer einfachen den. Hochfrequenz-Drosseln (HF-Chokes) RFCb und 
Schaltkreisstruktur und einer Verstarkungseigenschaft RFCc werden dazu verwendet, zu verhindern, daB AC- 
zu schaffen, der Transistoren als Umschaltelemente ver- Signale durch den DC-Schaltkreis der Fig. 7 beeinfluBt 
wendet Die Signalauswahl wird durch Umschalten der werdea Parameter Zin und Zout steilen jeweils die Ein- 
Betriebs-Biasspannungen(-Vorspannungen)derTransi- 45 gansimpedanz und die Ausgangsimpedanz des BJT dar. 
storen gesteuert, um die Transistoren in einem linearen FachJeute k6nnen andere Vorspannungsschaluaeise 
Bereich oder einem Sperr- bzw. Cutoff-Bereich zu be- verwenden oder die Werte von Cb, Cc, RFCb und RFCc 
treiben. Die vorliegende Erfindung schafft auch eine andern, um sie teilweise oder insgesamt in die Anpas- 
genau uberlegte Anordnung fOr das Anpassungsnetz- sungsnetzwerke hineinzunehmen, um die Anzahl der 
werk, das fur den Ein- und Ausgang der Transistoren, 50 Elemente der Anpassungsnetzwerke zu verringern. 
die verbunden werden sollen, notwendig ist, so daB die Weiterhin besitzt der Typ eines BJT eine Kennlinie 
Struktur des Umschaltschaltkreises einf acher wird, und derart, daB, wenn die Bias-Spannung bzw. Vorspannung 
der Aufbau dieses T^ps eines Schaltkreises ist einfacher. davon innerhalb des linearen Bereichs des V-I (Span- 
Weiterhin werden, da solche Transistoren billigere Ele- nungs-Strom) -Kermliniendiagramms fallt, ein solcher 
mente mit einer Verstarkungseigenschaft sind, geson- 55 Transistor eine Verstarkungsfunkuon fur eine Hochfre- 
derte Verstarker nicht benotigt, um den Signalverlust in quenz besitzt und eine spezifische Eingangs- und Aus- 
dem Schaltkreis der vorliegenden Erfindung zu kom- gangsimpedanz Zin und Zout besitzt Wahrend in dem 
pensieren Deshalb konnen die Kosten des Schaltkreises Abschaltbereich der V-I-Kurve der Transistor keine 
weiterhin verringert werden. Verstarkungsfunktion mehr besitzt und sich die Impe- 

Diese und andere Aufgaben, Vorteile und Merkmale 60 danzen Zin und Zout gegen unendlich nahern (dies folgt 
der vorliegenden Erfindung werden besser verstanden aus dem Grand, da, wenn der p-n-Obergang des BJT 
und ersichtlich unter Bezugnahme auf die Beschreibung. umgekehrt vorgespannt ist, der umgekehrte Sattigungs- 

strom, der durch den Obergang bzw. die Sperrschicht 
Kurze Beschreibung der Zeichnungen flieBt, sehr klein ist und die Impedanz Z « V/I ist> 

65 Demzufolge verwendet die vorliegende Erfindung die 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltkreisdiagramm einer er- vorstehenden Kennlinien der bipolaren Rachentransi- 
sten Ausfuhrungsform eines einpoligen Mehrfach-Um- storen, d. h. der Transistor verstarkt die Signale, wenn 
schaltschaltkreises gemaB der vorliegenden Erfindung; sein Betriebsbereich innerhalb des linearen Bereichs 
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failt, wahrend in dem Abschaltbereich bzw. Sperrbe- den mussen. Ein anderer Vorteil der vorliegenden Erfin- 
reich die Impedanzen Zin und Zout sehr hoch sind, urn dung ist derjenige, daB die Anzahl der Elements die in 
einen Umschaltschaitkreis aufzubauen. Die meisten der dem Anpassungsschaltkreis erforderlich sind, verringert 
Hersteller von Hochfrequenztransistoren sind heute in werden, um so Raum und Kosten hinsichtlich des Um- 
der Lage, wirksam die Qualitat der Transistoren derart 5 schaltschaltkreises einzusparen. 

zu kontrollieren, daB die Parameter, die far die Transi- In der Ausfuhrungsform der Fig. 1 wird, wenn der 
storen erforderlich sind, keine groBen Abweichungen Transistor BJT1 in dem linearen Bereich arbeitet und 
, wahrend der Massenherstellung zeigen. Deshalb wird sich der Transistor BJT2 in dem Sperrbereich befindet 
der Umschaltschalkreis der vorliegenden Erfindung kei- mittels verschiedener Bias-Spannungen, die durch einen 
lie groBe Qualitatsabweichung im Rahmen der Massen- 10 Bias-Spannungssteuerschaltkreis 35 gesteuert werden, 
produktion haben. . der Schaltkreis der Fig. 1 aquvalent zu demjenigen der 

Beim'Xufbau.der Hochfrequenz-Umschaltsehalt^ei- '' Fig/2 sein. In diesem Zustand werden der Eingang und 
se wird auf der einen Seite eine gute Irnpedahzahpas^ : der ; AUsgang des Transistors BJT2 als offen behandelt 
sung zwischen dem EingangsanschluB und der Signal- ' ' Deshalb kann einerseits das Signal von der Signalquelle 
quelle und zwischen dem AusgangsanschluB und der 15 33 indas Hngangsanpassungsnetzwerk31 eintreten und 
Last geforderi wenn die Signale hindurchgefijhrt wer- ; es wird durch deri Transistor BJT1 verstarkt und dann in 
den, um den Signalverlust zu verringern. Bei der Ver- die Last 37 Qber das Ausgangsanpassungsnetzwerk 36, 
wendung von Transistoren als Signalhmdurchfuhruhgs- ohne daB.es durch den anderen Transistor BJT2 beein- 
elemente, konnen sie im Zustand einer guten Signalan- fluBt wird, eingekoppelt Andererseits wird das Signal 
passung nicht nur den Signalverlust ehminieren, son- 20 von der Signalquelle 34 zuruck durch den Transistor 
dern auch eine Verstarkung des Signals liefern. Auf der BJT2 reflektiert und kann nicht durch den Transistor 
anderen Seite sind die Transistoren in der Lage, uner- BJT2 verstarkt werdea Auf diese Weise kann der Um- 
wflnschte Signale zuruckzuweisen bzw. zu unterdriik- schaltschaltkreis der vorliegenden Erfindung die er- 
ken, um so eine gute Signalisolation zu erhalten, wenn . wunschten Signale verstarken und die unerwunschten 
sie im Absperrbereich arbeiten. Durch die Verwendung 25 Signale abweisen, wodurch er als ein einpoliger Hoch- 
der Kennlinie von Transistoren zur Bildung einer hohen frequenz-Zweiwege-Umschalter mit einer guten Signa- 
Impedanz in dem Sperrbereich kann eine unangepaBte lisolation funktioniert 
; Art und Weise zwischen der Signalquelle und dem Um- Fig. 3 stellt eine zweite Ausfuhrungsform der vorlie- 
schaltschaltkreis erhalten werden, so daB die reflektier- genden Erfindung dar, in der N-Kanal-JFET's (JFET1 
ten Signale dagegen geschQtzt werden konnen, daB sie 30 und JFET2) als Verstarkungselememe verwendet wird, 
in den UmschaJtschaltkreis eintreten. \ und ein Schalter 41 anstelle des Bias-Spannungssteuer- 

Dies kann auch eine IJmschaltung zwischen dem Um- . schaltkreises 35 in Fig. 1 wird dazu verwendet, die Bias- 
schaltschaltkreis und der Signalquelle der vorliegenden . Spannung zu steuern. Es sollte angemerkt werden, daB 
Erfindung bewirken, so daB dann, wenn der Transistor die Bias -Spannung Vss eine negative Spannung ist, die 
der Erfindung gesperrt ist, die Signalquelle zu einer 35 niedriger als die Einschnflrspannungen Vpi und VP2 so- 
Blindlast umgeschaltet werden wird, um eine Fehlanpas- wohl des JFET1 als auch des JFET2 ist Wenn der Schal- 
sung der Signalquelle zu eliminieren. Eine solche Tech- ter 41 die Vss mit dem Gate-DC-Einsetzpunkt (K-Punkt 
nik fallt auch innerhalb des Schutzumfangs der vorlie- in Fig. 3) des JFET1 (als die Verbindung, wie dies in 
genden Erfindung- . ... _ Fig. 3 dargestellt ist) verbindet, tritt der JFET1 in den 

Ein anderes spezielles Merkmal der vorliegenden Er- 40 Sperrbereich und beendet, das Signal zu verstarken, das 
findung liegt darin, daB, wie. in den 3Flg. 1 und 4 darge- von der Signalquelle I/Pl ankommt. Zu diesem Zeit- 
stellt ist, die vorliegende &findung eine Mehrzahl vor^ , punkt werden die Signale, die von der Quelle I/P2 in den 
Transistoren (BJT1 und BJT2 in Fig. 1 und BJT1— BJT4 Transistor JFET2 Qber ein Eingangsanpassungsnetz- 
in Fig. 4) als Schaltelemente verwendet von denen je- 'werk IMN2 eintreten, durch den Transistor JFET2 ver- 
des mit einem entsprechenden Eingangsanpassungs- 45 starkt und treten in das Ausgangsanpassungsnetzwerk 
netzwerk (31 und 32 in Fig. 1 und IMN1 IMN4 in OMN ohne Beeinflussung durch die Signale von der 
Fig. 4) verbunden ist und dort ist nur ein Signalaus- Signalquelle I/Pl ein. 

gangsanpassungsnetzwerk (Element - 36 in Fig. 1 und Die IFCTs, die in der vorstehenden Ausfuhrungsform 
OMN in Fig. 4) vorhanden, das init den Ausgangen . .vervyendet werden, sind sich selbst vorspannend, und es 
samtlicher Transistoren verbunden- ist Dies foigt daher, 50 sollte fur einen Fachmann auf diesem Gebiet einfach 
daB dann, wenn jeder Transistor sein eigenes, unabhan- sein, die Werte der Parameter von Rd, Rg. Rs und Cs 
giges Impedanzausgangsanpassungsnetzwerk >esitzt zum Vorspannen des JFET fur den erforderlichen Be- 
eine gegenseitige Beeinflussung zwischen einzelnen triebsbereich herauszufinden. 

Ausgangsanpassungsnetzwerken vorhanden sein wird, Fig. 4 stellt die Verbindung und das Steuerverfahren 
und es schwierig sein wird, die Werte der Elemente in 55 eines einpoligen Vierfach-Umschaltschaltkreises dar, 
jedem Anpassungsnetzwerk zu berechnen. Die vorlie- der BJTs als Umschaltelemente verwendet In dieser 
gende Erfindung verwendet die Kennlinie des Transi- Figur stellen die Punkte A, B, C und D den jeweiligen 
stors, der eine hohe Ausgangsimpedanz in dem Sperrbe- Basis-DC-Einsetzpunkt der Umschaltelemente 
reich liefert und stellt sicher, daB nur ein Transistor in BJT1— BJT4 dar. Aufgrund des HF-Drossel-RFC besit- 
den Betriebsbereichen zu einem Zeitpunkt liegt und 50 zen die DC-Spannungen, die in diese Punkte eingegeben 
verbindet den Ausgang jedes Transistors mit einer ge- . werden, eine gute Isolation und beeinflussen nicht das 
meinsamen Verbindungsstelle (Verbindungsstelle J, wie Hochfrequenz-AC-SignaL Falls die Spannung an ir- 
dies in den Fig. 1, 3 und 4 dargestellt ist). Deshalb wird gendeinem dieser Punkte unterhalb der Basis- Emitter- 
die Ausgangsimpedanz der Verbindungsstelle J des Um- Einschaltspannung Vbe abfallt (typischerweise 0,7 V), 
schaitschaltkreises der vorliegenden Erfindung sehr na- 65 wird der BJT-Transistor entsprechend zu diesem Punkt 
he zu derjenigen eines einzelnen Transistors liegen, so abschalten. 

daB nur die Parameter eines der Transistoren beim Auf- Der Umschaltschaitkreis der Fig. 4 verwendet funf 
bau des Anpassungsnetzwerks 36 berucksichtigt wer- Spannungskomparatoren Ql— Q5, um die Spannungs- 
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eingaben zu den Transistoren BJT1— BJT4 zu steuern, 
wie dies in Fig- 5 dargestelh ist Die vorliegende Erfin- 
dung ist entsprechend der Kennlinie der aktiven Keller- 
funktion (Push-Down-Funktion) des Spannungskompa- 
rators aufgebaut, der geoffnet wird, wenn er gesperrt 5 
wird, und der auf Masse gelegt wird, wenn er freigege- 
ben wird, so daB sich nur ein BJT in dem iinearen Be- 
reich befindet und der Rest der BJTs in dem Sperrbe- 
reich liegt, wenn irgendeine Spannung im Bereich von 
0— Vcc eingegeben wird. Das Verhaltnis der Steuer- 10 
spannungen und der Transistoren ist in der Tabelle der 
Fig. 6 dargestellt Weiterhln ist der Spannungskompara- 
tor, der gewohnlich gemaB der vorliegenden Erfindung 
eingesetzt wird, der kommerziell erhaltliche [Compara- 
tor Nr. LM 339. 15 

Zusatzlich dazu, daB die Widerstande Rl und R2, die 
Vorspannungs-Widerstande des BJT sind, sind sie in 
Fig. 4 auch die Pull-up- Widerstande der Komparatoren 
Q1-Q6. 

Wenn zwei oder mehr Keller- bzw. Push-down-Ele- 20 
mente mit einem Pull-up- Widerstand verbunden wer- 
den und wenn einer davon freigegeben wird, wird die 
Spannung an der Verbindungsstelle niedrig (LOW) wer- 
den. Diese Art eines Schaltkreisaufbaus wird als logi- 
sche UND-Konfiguration (wire-AND configuration) 25 
bezeichnet Die Komparatoren Q2, Q3, Q4 und Q5 in 
Fig. 5 werden in der logischen UND-Konfiguration mit- 
einander verbunden. 

Die vorliegende Erfindung kann durch die logische 
UND-Konfiguration verbunden werden, wie dies in 30 
Fig. 5 dargestellt ist, urn einen flexiblen Steuerschalt- 
kreis derart zu erhalten, daB jeder BJT durch Vielfach- 
Aktiv-Kellerelemente (Push-down-Elemente) gesteuert 
werden kann, und jedes aktive Kellerelement kann mit 
verschiedenen Schaltern, Obertragen oder logischen 35 
Schaltkreisen eine Schnittstelle bilden. Im Vergleich mit 
ausreichend bekannten Schaltkreisen mit Relais und 
PIN-Dioden ist die vorliegende Erfindung einfacher mit 
externen Vorrichtungen schnhtstellenmaBig zu verbin- 
den. 40 

Der einpolige Vierfach-Umschaltschalter der Fig. 4 
der vorliegenden Erfindung besitzt einen hohen kom- 
merziellen Wert bei der Verteilung von Satelliten-Tele- 
visions-Signalen. Da die Bandbreite der Heim-Satelli- 
tenempf anger begrenzt ist und sich die Anzahl der Sa- 45 
telliten und der Programme von Tag zu Tag erhoht, 
werden einige zusStzliche Koaxialkabel fur jeden Satel- 
liten benotigt, urn das SateUitensignal an den Teilneh- 
mer zu senden, nachdem die Signalf requenz durch einen 
gerauscharmen Absperrwandler (Block-down-Konver- 50 
ter) gewandelt ist Die Kosten in diesem Fall werden 
allerdings zu hoch sein. Daruberhinaus verwenden die 
meisten der derzeitigen Satellitenteilnehmer nur ein 
Koaxialkabel, um die AuBenantennen (mehr als zwei 
Antennen) zu verbinden. Deshalb ist eine vernfinftige 55 
Annaherung diejenige, verschiedene Satellitensignale 
durch einen VlelfachanschluB-Hochfrequenzschalter 
umzuschalten. Der einpolige Mehrfach-Hochfrequenz- 
Umschaltschalter gemaB der vorliegenden Erfindung ist 
genau die beste AuswahL Die vorliegende Erfindung ©o 
besitzt die nachfolgenden Vorteiie: 

a) Der Schaltkreis liefert eine Verstarkung, um den 
Signalverlust zu kompensieren, und besitzt eine gu- 

te Signalisolation; 65 

b) Der Schaltkreis besitzt eine hOhere Zuverlassig- 
keit und eine langere Lebensdauer verglichen mit 
dem herkommlichen Schaltkreis mit Relais; 



c) Der Schaltkreis benotigt weniger Elemente (im 
Vergleich mit dem Schaltkreis mit PIN-Dioden) 
und die Schaltkreisstruktur ist einfacher, da der 
Schaltkreis keine Kompensationsverstarker beno- 
tigt, und es ist nur ein Ausgangsanpassungsnetz- 
werkerforderlich; 

d) Die Kosten des Schaltkreises sind gehng; und 

e) Der Schaltkreis kann einf ach mit verschiedenen 
Steuersignalen schnittstellenmaBig verbunden wer- 
den, da jeder BJT durch die logische UND-Verbin- 
dung steuerbar ist 

Es kann ein mehrpoliger Vielfach-Umschaltschalt- 
kreis durch Kombinieren einer Anzahl von einpoligen 
Mehrfach-Umschaltschaltkreisen der vorliegenden Er- 
findung aufgebaut werden. NatQrlich wird der mehrpoli- 
ge Vlelfach-Umschaltschaltkreis nicht auBerhalb des 
Schutzumfangs der vorliegenden Erfindung fallen. 

Verschiedene mogliche Ausfuhrungsformen entspre- 
chend der vorstehenden Erfindung konnen vorgehom- 
men werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu 
verlassen, wobei vers tan dlich ist, daB saratliche Gegen- 
stande hierin, die beschrieben oder in Verbindung mit 
den beigefugten Zeichnungen dargestellt sind, als illu- 
strierend und nicht in einem einschrankenden Sinne aus- 
gelegt werden sollen. Demzufolge wird ersichtlich wer- 
den, daB die Zeichnungen beispielhaf t eine bevorzugte 
Ausf Qhrungsform der Erfindung zeigen. 

Patentanspruche 

1. Einpoliger Hochfrequenz-Mehrfach-Umschalt- 
schalter, der aufweist: 

eine Vielzahl von Eingangsanschlussen; 
eine Vielzahl von Umschalteinrichtungen, die die- 
selbe Anzahl wie die EingangsanschlQsse besitzen, 
von denen jede aufweist; 

ein Eingangsanpassungsnetzwerk, das mit einem 
der EingangsanschlQsse verbunden ist; und 
einen Transistor, wobei eine Eingangselektrode da- 
von mit dem Ausgang des Eingangsanpassungs- 
netzwerks verbunden ist; 

eine Verbindungsstelle, die alle Ausgange der Tran- 
sistoren der Umschalteinrichtungen miteinander 
verbindet; 

ein einzelnes Ausgangsanpassungsnetzwerk, das 
durch die Verbindungsstelle verbunden wird; und 
ein DC-Spannungs-Vorspannungs-Netzwerk zur 
Bildung von Blas-Spannungen fur entsprechende 
Transistoren derart, daB dann, wenn ein bestimm- 
tes Eingangssignal geschaltet wird, nur einer der 
Transistoren in einem Iinearen Bereich betrieben 
wird und die anderen Transistoren in ihren Sperr- 
bereichen betrieben werden. 

2. Einpoliger Hochfrequenz-Mehrfach-Umschalt- 
schalter nach Anspmch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Transistoren bipolare Flachentransistoren 
sind und im herkommlichen Emitter-Mode aufge- 
baut sind 

3. Einpoliger Hochfrequenz-Mehrfach-Umschalt- 
schalter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB er weiterhin eine Vielzahl von aktiven Keller- 
elementen (Push-down-Elementen) aufweist, von 
denen jedes mit einem DC-Einfuhrungspunkt der 
Basis eines Transistors verbunden ist, wobei eines 
oder mehrere Kellerelemente dazu verwendet wer- 
den, die Basisspannungen der Transistoren unter- 
halb von nach vorne betriebenen Bias-Spannungen 
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davon herabzusetzen, urn so die Transistoren dazu 
zu bringen, daB sie In dem Sperrbereich (Cutoff-Be- 
reich) arbeiten. 

4. Einpoliger Hochfrequenz-Mehrfach-Umschalt- 
schalter nach Anspruch 1, 2 oder 3, der zum Um- 
schalten einer Ahzahl von unterschiedlichen Satel- 
litensignalen zu einem Satellitensignalempfanger. 
bzw. Receiver hin verwendet wird 
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